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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件的形成方法，包括以下步驟：
在一基材中形成一第一磊晶源極/汲極區及一第二磊晶源極/汲極區；
在該第一磊晶源極/汲極區及該第二磊晶源極/汲極區上方形成一第一氧化物層；
在該基材上方形成一第一閘極堆疊及一第二閘極堆疊，該第一閘極堆疊插入於該第一磊

晶區與該第二磊晶區之間；

在該第一閘極堆疊上方形成一氮化物遮罩；

蝕刻該第一氧化物層以暴露該第一磊晶源極/汲極區及該第二磊晶源極/汲極區；
在該第一磊晶源極/汲極區上方形成一第一導電特徵，且在該第二磊晶源極/汲極區上方形
成一第二導電特徵；

在該氮化物遮罩及該第一氧化物層上方形成一蝕刻終止層，該蝕刻終止層具有與該氮化

物遮罩不同的一蝕刻選擇性；

在該蝕刻終止層上方形成一第二氧化物層；

形成穿過該第二氧化物層及該蝕刻終止層的一第三導電特徵，該第三導電特徵實體接觸

該第一導電特徵；及

在該第一閘極堆疊上方形成一閘極栓塞且與該第一閘極堆疊實體接觸。

2.　如請求項 1所述之半導體元件的形成方法，其中形成該氮化物遮罩之步驟包括以下步
驟：

使該閘極堆疊凹陷；

在該閘極堆疊上方沉積一金屬介電襯墊；及

在該金屬介電襯墊上方沉積一氮化物層。

3.　如請求項 1所述之半導體元件的形成方法，其中該第三導電特徵處於該第一磊晶區及該
第二磊晶區正上方。

4.　如請求項 1所述之半導體元件的形成方法，其中該第三導電特徵與該閘極栓塞實體接
觸。
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5.　一種半導體元件的形成方法，包括以下步驟：
在一基材中形成一第一磊晶區及一第二磊晶區；

在該第一磊晶區及該第二磊晶區上方形成一第一氧化物層；

在該基材上方形成一第一閘極堆疊及一第二閘極堆疊，該第一閘極堆疊插入於該第一磊

晶區與該第二磊晶區之間；

在該第一閘極堆疊上方形成一氮化物遮罩；

蝕刻該第一氧化物層以暴露該第一磊晶區及該第二磊晶區；

在該第一磊晶區上方形成一第一導電特徵，且在該第二磊晶區上方形成一第二導電特

徵；

在該氮化物遮罩及該第一氧化物層上方形成一蝕刻終止層；

在該蝕刻終止層上方形成一第二氧化物層；

在該第一閘極堆疊上方形成一閘極栓塞且與該第一閘極堆疊實體接觸；及

形成穿過該第二氧化物層及該蝕刻終止層的一第三導電特徵，該第三導電特徵實體接觸

該第一導電特徵。

6.　如請求項 5所述之半導體元件的形成方法，其中在一平面圖中，該第三導電特徵具有一
矩形形狀，且其中該矩形形狀的一長度比該矩形形狀的一寬度大二至三倍。

7.　如請求項 6所述之半導體元件的形成方法，其中該第三導電特徵處於該第一磊晶區、該
第一閘極堆疊及該第二閘極堆疊正上方。

8.　一種半導體元件，包括：
一第一磊晶區，處於一基材中；

一第二磊晶區，處於該基材中；

一第一閘極堆疊，處於該基材上方，該第一閘極堆疊插入於該第一磊晶區與該第二磊晶

區之間；

一第二閘極堆疊，處於該基材上方；

一金屬介電襯墊，處於該第一閘極堆疊上方；

一氮化物遮罩，處於該金屬介電襯墊上方；

一第一氧化物層，處於該基材上方，且處於該第一磊晶區以及該第二磊晶區上方，該第

一氧化物層的一頂表面與該氮化物遮罩的一頂表面齊平，該第一氧化物層具有一第一開

口以及一第二開口，該第一開口暴露該第一磊晶區，該第二開口暴露該第二磊晶區；

一第一導電特徵，處於該第一開口中，且處於該第一磊晶區上方，該第一導電特徵的一

頂表面與該氮化物遮罩的該頂表面齊平；

一第二導電特徵，處於該第二開口中，且處於該第二磊晶區上方；

一蝕刻終止層，處於該氮化物遮罩及該第一氧化物層上方，該介電層為與該氮化物遮罩

不同的一材料；

一第二氧化物層，處於該蝕刻終止層上方；

一第三導電特徵，延伸穿過該第二氧化物層及該蝕刻終止層，該第三導電特徵實體接觸

該第一導電特徵；及

一閘極栓塞，處於該第一閘極堆疊上方，且與該第一閘極堆疊實體接觸。

9.　如請求項 8所述之半導體元件，其中在一平面圖中，該第三導電特徵具有一矩形形狀，
且其中該矩形形狀的一長度比該矩形形狀的一寬度大二至三倍。

10.   如請求項 9所述之半導體元件，其中該第三導電特徵處於該第一磊晶區、該第一閘極堆
疊及該第二閘極堆疊正上方。

圖式簡單說明

(2)
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當結合隨附圖式閱讀時，根據以下詳細描述最佳地理解本揭露的態樣。應注意，根據行

業中的標準實踐，未按比例繪製各種特徵。實務上，為論述清楚起見，各種特徵的尺寸可以

任意增加或減小。

第 1圖以三維視圖說明根據一些實施例的 FinFET的實例。
第 2圖、第 3圖、第 4圖、第 5圖、第 6圖、第 7圖、第 8A圖、第 8B圖、第 9A圖、第
9B圖、第 10A圖、第 10B圖、第 10C圖、第 10D圖、第 11A圖、第 11B圖、第 12A圖、
第 12B圖、第 13A圖、第 13B圖、第 14A圖、第 14B圖、第 14C圖、第 15A圖、第 15B
圖、第 16A圖、第 16B圖、第 17A圖、第 17B圖、第 18A圖、第 18B圖、第 19A圖、第
19B圖、第 20A圖、第 20B圖、第 21A圖、第 21B圖、第 22A圖、第 22B圖、第 23A
圖、第 23B圖、第 24A圖、第 24B圖、第 25A圖、第 25B圖、第 25C圖、第 25D圖、第
25E圖、第 25F圖、第 26A圖、第 26B圖、第 26C圖、第 26D圖、第 26E圖、第 26F圖、
第 27A圖、第 27B圖、第 27C圖、第 27D圖、第 27E圖及第 27F圖為根據一些實施例的製
造 FinFET元件的中間階段的橫截面圖。
第 25G圖及第 26G圖為根據一些實施例的製造 FinFET元件的中間階段的平面示意圖。
第 26H圖及第 26I圖為根據一些實施例的製造 FinFET元件的中間階段的各種元件的圖。
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